Diffusion model for bulk and surface recombination of free carriers in silicon wafer: II. Carrier density distribution by 金田  寛 et al.
シリコンウェーハにおける自由キャリアのバルク・
表面再結合拡散モデル： II.キャリア濃度分布





その他のタイトル Diffusion model for bulk and surface
recombination of free carriers in silicon




Diffusion model for bulk and surface recombination of free carriers in silicon wafer:  
II. Carrier density distribution 
九工大院生命体工 1，九工大工 2 ○金田 寛 1，米澤 英晃 2，大村 一郎 1 



















タイム 1/a を低下させたのが図 1(c) である．





ミネッセンス強度分布の観測データが Ref. 2 
の図 2と Ref. 3 の Fig. 2(a) に示されている． 
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図 1. 自由キャリアを生成する YAG レーザビーム
が厚さ 775μm のシリコンウェーハに定常照射され
る場合の自由キャリアの等濃度曲線．等濃度曲線
は，パラメター（a，p）の 3種類の場合について
示されている．ｚ軸はレーザビームの中心軸と一
致するように取られている．等濃度曲線は，レーザ
ビームの中心軸に近いところから,相対キャリア濃
度が 2.0，1.0，0.5，0.25，0.1，0.05，0.02のである
場合について書かれている． 
 
